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[はじめに] GaN 系 FET は次世代の低損失パワースイッチング素子として期待されている。パワー

用途でのスイッチングデバイスには絶縁ゲート駆動でノーマリーオフ型が望まれている。さらに

縦型 MOSFET 実現に向けては、イオン注入により形成した p型層の適用が好ましい。我々は、こ

れまでに、Mg 注入 GaN層上にて形成した横型MOSFET のノーマリーオフ動作について報告した

[1]。今回は、Mgイオン注入を用いて形成した縦型 MOSFET の特性について報告する。 

[実験方法] +c面 n-GaN自立基板上 n-GaNエピ(Nd=5～7E15 cm-3)の一部(pウェル領域)に、500 nm

深さまで 1×1018 cm-3濃度となる BOX プロファイルにて Mg をイオン注入し、1200～1400℃で活

性化熱処理を行った。その後、n+ソース領域に Siをイオン注入し、1100～1300℃で活性化処理を

行った。なお、一部のサンプルは、Mg 注入後に熱処理を行わず、Si 注入後に同時活性化処理し

た。ゲート絶縁膜として、TEOS を用いたリモートプラズマ CVD 法で SiO2 100 nmを成膜し、電

極を形成して図 1に示す縦型MOSFETを作製した。フォトマスク上のチャネル長 Lchは 1～4 m、

ゲート長 Lgは 3～9 m、ゲート幅は 100 mとした。なお、Mg注入層の横拡散幅は以前の検討か

ら 400 nm程度と想定されるが、考慮に入れていない。 

[結果] 作製した縦型MOSFET (Lch=2 m、Lg=3 m)の Id-Vd特性を図 2に示す。しきい値が約 9 V

のノーマリーオフMOSFET 動作が確認された。図 3に、オン抵抗(Vd=1V、Vg=30V での微分抵抗)

のチャネル長依存性を示す。抵抗はチャネル長に比例しており、設計寸法で素子特性を制御可能

であることが確認できた。詳細については当日議論する。 
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  Fig.2. Id-Vd characteristics of 

fabricated vertical MOSFETs 

  Fig. 3. Ron-Lch characteristics of 

fabricated vertical MOSFETs 

  Fig.1. Fabricated vertical GaN 

MOSFET by Mg implantation. 
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